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審 査 結 果 の 要 旨 
 

１.論文の評価 
本論文は“In-Ga-Zn-O(IGZO)酸化物半導体の欠陥準位が電気特性に及ぼす影響と欠陥不活性化プロセ

スによる薄膜トランジスタの高信頼性化に関する研究”に関するものであり、主たる論文の成果は下記

の 3点である。 

1．酸化物半導体中の欠陥準位、特にバックチャネル界面の欠陥準位が薄膜トランジスタ(TFT)の電

気特性に及ぼす影響に関して、実験およびデバイスシミュレーションにより明らかにしたこと。 

2．IGZO 膜中の欠陥準位の不活性化にフッ素が有効であること、またフッ素による欠陥補償が TFT

の特性および信頼性に及ぼす影響とその欠陥補償メカニズムを明らかにし、極めて優れた信頼性

を実証したこと。 

3．IGZO 中のフッ素濃度を増大させることによりフッ素が n 型ドーパントとして働くメカニズムを

明らかにし、熱処理における性能劣化のないドーピング領域を実現し、自己整合型 TFTへの応用

に成功したこと。 

があげられる。 

 

 上記 2 の結果に関しては、フッ素を含む絶縁膜(SiNx:F)をフッ素供給源とする新たな手法を提案し、

TFTにおける IGZOチャネルへのフッ素濃度制御方法に関しても新たな手法を提案した。これら独創的な

手法を用い、フッ素の欠陥補償効果が TFT信頼性に及ぼす効果に関し、二次イオン質量分析法を駆使し

明らかにした点は学術的にも極めて重要な結果であり、Applied Physics Express誌(WOS-Q1ランク)へ

の掲載につながった。 

 また、上記 3の結果に関しては、IGZOの酸素をフッ素で置換することにより、フッ素が n型ドーパン

トとして働くメカニズムを明らかにすると同時に、これまでのドーピング技術の中で最も熱的に安定な
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ドーピング技術であることを実証し、自己整合型 IGZO TFTの実現に繋げた。本研究結果も IEEE Electron 

Device Letters誌(WOS-Q1ランク)に掲載され、独創性と学術的重要性が対外的にも評価された。 

 以上のように、Jingxin Jiang の酸化物半導体中でのフッ素による欠陥補償およびドーピング技術に

関する研究は、独創的内容であり、かつ学術的にも高いレベルのメカニズム解析が実施されており、こ

のことは対外的にも評価されている。本研究は、今後の酸化物半導体を用いた透明エレクトロニクス・

高速動作透明回路の実現に向け、大きな貢献を果たすものと期待される。 

 よって本論文は、論文審査において、博士（工学）の学位授与にふさわしい内容である判断された。 

 
２.審査の経過と結果 
（１）平成２７年１月１４日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、5 名がその審査委員と

 して指名された。 
（２）平成２７年２月１２日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２７年２月１８日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
 


